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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成28年12月8日(2016.12.8)

【公開番号】特開2014-78229(P2014-78229A)
【公開日】平成26年5月1日(2014.5.1)
【年通号数】公開・登録公報2014-022
【出願番号】特願2013-210121(P2013-210121)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  12/16     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  12/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   12/16     ３２０Ｍ
   Ｇ０６Ｆ   12/00     ５９７Ｕ
   Ｇ０６Ｆ   12/00     ５６０Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成28年10月21日(2016.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３ビットデータを格納する複数の第１メモリメモリセル及び１ビットデータを格納する
複数の第２メモリセルを含む不揮発性メモリ装置と、
　読出し動作、プログラム動作、及び再プログラム動作を遂行するために前記不揮発性メ
モリ装置を制御する制御器と、を含み、
　前記制御器は、エラー訂正された（ＥＣＣ（ｅｒｒｏｒ　ｃｈｅｃｋｉｎｇ　ａｎｄ　
ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）－ｐｅｒｆｏｒｍｅｄ）第１データを生成するために前記第１デ
ータに対するＥＣＣ動作を遂行するように構成され、
　前記第１データは、第１電圧レベルで前記複数の第１メモリセルの第１部分から読み出
され、
　前記エラー訂正された第１データのエラービットの数が前記ＥＣＣ動作によって修正可
能な閾値（ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）を超過する時、前記制御器は、エラー訂正された第２デ
ータを生成するために第２データに対するリードリトライ（ｒｅａｄ　ｒｅｔｒｙ）動作
及びＥＣＣ動作を遂行するように構成され、
　前記リードリトライ動作は、第２電圧レベルで前記複数の第１メモリセルの前記第１部
分に格納された前記第２データを読み出すことを含み、
　ここで、前記第２電圧レベルは、前記第１電圧レベルと異なり、
　前記第２データは、前記複数の第１メモリセルの前記第１部分から読み出され、
　前記制御器は、前記エラー訂正された第１データ及び前記エラー訂正された第２データ
のうちのいずれか１つを有する第１ページデータを前記不揮発性メモリ装置に出力するよ
うに構成され、
　前記不揮発性メモリ装置は、前記複数の第２メモリセルの第１部分に前記第１ページデ
ータをプログラムするように構成され、
　前記不揮発性メモリ装置は、前記複数の第２メモリセルの前記第１部分で前記プログラ
ムされた第１ページデータを読み出すように構成され、
　前記不揮発性メモリ装置は、前記複数の第２メモリセルの前記第１部分から第１時間に
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読み出された前記プログラムされた第１ページデータを前記複数の第１メモリセルの第２
部分にプログラムするように構成され、
　前記不揮発性メモリ装置は、前記複数の第２メモリセルの前記第１部分から第２時間に
読み出された前記プログラムされた第１ページデータを前記複数の第１メモリセルの前記
第２部分に再プログラムするように構成されるメモリシステム。
【請求項２】
　前記第１時間は、前記第２時間と異なる請求項１に記載のメモリシステム。
【請求項３】
　前記制御器は、前記第１ページデータに対する前記ＥＣＣ動作を遂行せずに、前記複数
の第２メモリセルの前記第１部分から前記第１時間に読み出された前記第１ページデータ
を前記複数の第１メモリセルの前記第２部分にプログラムするように構成される請求項１
に記載のメモリシステム。
【請求項４】
　前記制御器は、前記複数の第１メモリセルの前記第１部分から読み出された第３データ
に対する前記リードリトライ動作及び前記ＥＣＣ動作を遂行するように構成される請求項
１に記載のメモリシステム。
【請求項５】
　前記制御器は、前記複数の第１メモリセルの前記第２部分から読み出された第３データ
に対する前記ＥＣＣ動作を遂行するように構成される請求項１に記載のメモリシステム。
【請求項６】
　前記複数の第１メモリセルの前記第１部分及び前記複数の第１メモリセルの前記第２部
分は、同一のメモリブロックに含まれる請求項５に記載のメモリシステム。
【請求項７】
　前記第３データは、第２ページデータに含まれ、
　前記第２ページデータは、前記制御器から前記不揮発性メモリ装置に出力される請求項
５に記載のメモリシステム。
【請求項８】
　前記第１ページデータ及び前記第２ページデータの各々は、有効なページデータである
請求項７に記載のメモリシステム。
【請求項９】
　前記制御器が外部装置による要請を処理した後に、前記制御器は、前記複数の第２メモ
リセルの前記第１部分で前記第１ページデータを読み出し書き込むように構成される請求
項１に記載のメモリシステム。
【請求項１０】
　前記第１ページデータ及び前記第２ページデータは、事前に決定された時間周期内に前
記制御器から前記不揮発性メモリ装置に出力される請求項７に記載のメモリシステム。
【請求項１１】
　前記不揮発性メモリ装置は、垂直またはスタック型３次元アレイ構造（ｖｅｒｔｉｃａ
ｌ　ｏｒ　ｓｔａｃｋ－ｔｙｐｅ　ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ａｒｒａｙ　
ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）を有するメモリセルアレイを含む請求項１に記載のメモリシステム
。
【請求項１２】
　複数の第１メモリブロックに形成され、セル当たり１ビットデータを格納するように構
成されたフラッシュメモリセルの第１グループと、
　複数の第２メモリブロックに形成され、セル当たり３ビットデータを格納するように構
成されたフラッシュメモリセルの第２グループと、
　を含む不揮発性メモリ装置と、
　前記不揮発性メモリ装置を制御するように構成されたメモリ制御器と、を含み、
　前記メモリ制御器は、前記複数の第２メモリブロックのうちのいずれか１つに格納され
た有効なデータを前記複数の第１メモリブロックのうちの１つ以上のメモリブロックに伝
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送するためのリードリクレイム（ｒｅａｄ　ｒｅｃｌａｉｍ）動作を遂行するように構成
され、
　前記リードリクレイム動作は、第１時間に前記有効なデータの第１部分に対して遂行さ
れ、前記第１時間と異なる第２時間に前記有効なデータの第２部分に対して遂行され、
　前記メモリ制御器は、前記複数の第１メモリブロックのうちの前記１つ以上のメモリブ
ロックから読み出された前記有効なデータの第３部分を前記複数の第２メモリブロックの
前記いずれか１つと異なる前記複数の第２メモリブロックのうちのいずれか１つに伝送す
るように１つ以上のプログラム動作を遂行するように構成されるメモリシステム。
【請求項１３】
　前記メモリ制御器は、前記有効なデータに対するＥＣＣ動作を遂行せずに、前記有効な
データの前記第３部分を前記複数の第２メモリブロックのうちの他の１つに伝送するよう
に前記１つ以上のプログラム動作を遂行するように構成される請求項１２に記載のメモリ
システム。
【請求項１４】
　前記１つ以上のプログラム動作の各々は、３段階プログラミング動作である請求項１２
に記載のメモリシステム。
【請求項１５】
　前記３段階プログラミング動作は、第１プログラム段階及び前記第１プログラム段階の
後に発生する第２プログラム段階を含み、
　前記第２プログラム段階に対応する第２閾値電圧幅は、前記第１プログラム段階に対応
する第１閾値電圧幅より狭い請求項１４に記載のメモリシステム。
【請求項１６】
　前記リードリクレイム動作は、前記有効なデータの少なくとも一部に対するリードリト
ライ動作を含む請求項１２に記載のメモリシステム。
【請求項１７】
　前記リードリクレイム動作は、第１時間周期及び第２時間周期の間に遂行され、
　前記第１時間周期及び前記第２時間周期は、互いに分離される請求項１６に記載のメモ
リシステム。
【請求項１８】
　前記不揮発性メモリ装置は、垂直またはスタック型３次元アレイ構造を有するメモリセ
ルアレイを含む請求項１２に記載のメモリシステム。
【請求項１９】
　３ビットデータを格納する複数の第１メモリメモリセル及び１ビットデータを格納する
複数の第２メモリセルを有する不揮発性メモリ装置及び前記不揮発性メモリ装置を制御す
る制御器を含む不揮発性メモリシステムの動作方法において、
　第１電圧レベルで、前記複数の第１メモリセルの第１部分から第１データを読み出す段
階と、
　エラー訂正された第１データを生成するために前記第１データに対するＥＣＣ（ｅｒｒ
ｏｒ　ｃｈｅｃｋｉｎｇ　ａｎｄ　ｃｏｒｒｅｔｉｏｎ）動作を遂行する段階と、
　前記エラー訂正された第１データのエラービットの個数が前記ＥＣＣ動作によって訂正
可能な閾値を超過する時、第２電圧レベルで、前記複数の第１メモリセルの前記第１部分
から第２データを読み出す段階と、
　エラー訂正された第２データを生成するために前記第２データに対するＥＣＣ動作を遂
行する段階と、
　前記エラー訂正された第１データ及び前記エラー訂正された第２データのうちのいずれ
か１つを有する第１ページデータを前記不揮発性メモリ装置に出力する段階と、
　前記複数の第２メモリセルの第１部分に前記第１ページデータをプログラムする段階と
、
　第１時間に前記複数の第２メモリセルの前記第１部分から前記プログラムされたページ
データを読み出す段階と、



(4) JP 2014-78229 A5 2016.12.8

　前記第１時間に読み出された前記プログラムされた第１ページデータを前記複数の第１
メモリセルの第２部分にプログラムする段階と、
　第２時間に前記複数の第２メモリセルの前記第１部分から前記プログラムされた第１ペ
ージデータを読み出す段階と、
　前記第２時間に読み出された前記プログラムされた第１ページデータを前記複数の第１
メモリセルの前記第２部分に再プログラムする段階と、を含む方法。
【請求項２０】
　前記複数の第２メモリセルの前記第２部分に前記第１ページデータをプログラムする段
階は、前記第１ページデータに対するＥＣＣ動作無しで遂行される請求項１９に記載の方
法。
【請求項２１】
　前記複数の第１メモリセルの第３部分から読み出された第３データに対するＥＣＣ動作
を遂行する段階をさらに含み、
　前記第３データは、第２ページデータに含まれ、
　前記第２ページデータは、前記制御器から前記不揮発性メモリ装置に出力され、
　前記第１ページデータ及び前記第２ページデータは、事前に決定された時間周期内に前
記制御器から前記不揮発性メモリ装置に出力される請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記制御器が外部装置の要請を処理した後に、前記第１ページデータ及び前記第２ペー
ジデータは、前記制御器から前記不揮発性メモリ装置に出力される請求項２１に記載の方
法。
【請求項２３】
　前記不揮発性メモリ装置は、垂直またはスタック型３次元アレイ構造を有するメモリセ
ルアレイを含む請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　３ビットデータを格納する複数の第１メモリメモリセル及び１ビットデータを格納する
複数の第２メモリセルを含むメモリセルアレイを含み、前記メモリセルアレイは、垂直ま
たはスタック型３次元アレイ構造である不揮発性メモリ装置と、
　読出し動作、プログラム動作、及び再プログラム動作を遂行するために前記不揮発性メ
モリ装置を制御する制御器と、を含み、
　前記制御器は、エラー訂正された第１データを生成するために前記第１データに対する
ＥＣＣ動作を遂行するように構成され、
　前記第１データは、第１電圧レベルで前記複数の第１メモリセルの第１部分から読み出
され、
　前記エラー訂正された第１データのエラービットの個数が前記ＥＣＣ動作によって訂正
可能な閾値を超過する時、前記制御器は、エラー訂正された第２データを生成するために
リードリトライ動作及びＥＣＣ動作を遂行するように構成され、
　前記リードリトライ動作は、前記第１電圧レベルと異なる第２電圧レベルで前記複数の
第１メモリセルの前記第１部分に格納された第２データを読み出すことを含み、
　前記第２データは、前記複数の第１メモリセルの前記第１部分から読み出され、
　前記制御器は、前記エラー訂正された第１データ及び前記エラー訂正された第２データ
のうちのいずれか１つを含む第１ページデータを前記不揮発性メモリ装置に出力するよう
に構成され、
　前記不揮発性メモリ装置は、前記複数の第２メモリセルの第１部分に前記第１ページデ
ータをプログラムするように構成され、
　前記不揮発性メモリ装置は、前記複数の第２メモリセルの前記第１部分から前記プログ
ラムされた第１ページデータを読み出すように構成され、
　前記不揮発性メモリ装置は、第１時間で前記複数の第２メモリセルの前記第１部分から
読み出された前記プログラムされた第１ページデータを前記複数の第１メモリセルの第２
部分にプログラムするように構成され、
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　前記不揮発性メモリ装置は、第２時間で前記複数の第２メモリセルの前記第１部分から
読み出された前記プログラムされた第１ページデータを前記複数の第１メモリセルの前記
第２部分に再プログラムするように構成され、
　前記第１時間は、前記第２時間と異なるメモリシステム。
【請求項２５】
　前記制御器は、前記第１ページデータに対する前記ＥＣＣ動作を遂行せずに、前記第１
時間に前記複数の第２メモリセルの前記第１部分から読み出された前記第１ページデータ
を前記複数の第１メモリセルの前記第２部分にプログラムするように構成される請求項２
４に記載のメモリシステム。
【請求項２６】
　前記制御器は、前記複数の第１メモリセルの前記第１部分から読み出された第３データ
に対する前記リードリトライ動作及び前記ＥＣＣ動作を遂行するように構成される請求項
２４に記載のメモリシステム。
【請求項２７】
　前記制御器は、前記複数の第１メモリセルの前記第２部分から読み出された第３データ
に対する前記ＥＣＣ動作を遂行するように構成される請求項２４に記載のメモリシステム
。
【請求項２８】
　前記複数の第１メモリセルの前記第１部分と前記複数の第１メモリセルの前記第２部分
とは、同一のメモリブロックに含まれる請求項２７に記載のメモリシステム。
【請求項２９】
　前記第３データは、第２ページデータに含まれ、
　前記第２ページデータは、前記制御器から前記不揮発性メモリ装置に出力される請求項
２７に記載のメモリシステム。
【請求項３０】
　前記第１ページデータ及び前記第２ページデータの各々は、有効なページデータである
請求項２９に記載のメモリシステム。
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